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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本利用課題はARIMの真空蒸着装置を利用して、グラフェントランジスタ素子の一
部である酸化物ゲートの成膜を実施する。

実験
Experimental

電子銃型蒸着装置により、グラフェンの上にMgO(10nm)/SiO2(10nm)二層酸化物
薄膜ゲートを成膜した。

結果と考察
Results and Discussion

MgO(10nm)/SiO2(10nm)二層酸化物薄膜が電圧ゲートとして上手く働かなかった
ことを判明した。可能の原因として、MgO(10nm)/SiO2(10nm)二層酸化物薄膜は
薄すぎるため、pinholeによるリーク電流が生じたと推測される。今後、pinholeに
よるリーク電流を抑制ため、MgO/SiO2二層酸化物薄膜の厚さを増やす必要がある。
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